PARTIE B - ELECTRONIQUE

MISE EN STUATION DE L'ETUDE ELECTRONIQUE

L'éude dectronique portera notamment sur les équipements assurant la commande du moteur qui pousse la
seringue suivant le dispositif éudié en congruction.

QUESTIONNAIRE

DIAGRAMME SAGITTAL DU SYSTEME

Alimentation en
énergie L1 : énergie

électrique

Pousse-seringue
(+ seringue)

L7 : liquide

L2 : remplissage
de la seringue

L3 : mise en route et =
raccordement au

prolongateur

SYSTEMEDE
PERFUSION

(PROLONGATEUR)

L6 : liquide

L7 :

Raccordement du
pousse seringue
au prolongateur

Compléter le diagramme sagittal ci-dessus en donnant un nom aux 2 déments du systéme qui n'en ont pas.

Indiquer lanature desliaisons L4 et L5.

e PV
Préciser quels sont les paramétres de |’ injection qui sont programmeés par le praticien.
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| - ETUDE DE FP2

|-1 SCHEMA FONCTIONNEL DE 2°E DEGRE :

SOURCE
EXTERIEURE CONVERTIR 1 &
] » % i
FS23 WO 6.6V
SE ﬁ
o5
CONVERTIR 2 <o
S ) =
FS22
SECTEUR 220V
FP2
|-2 ETUDE STRUCTURELLE FS23:;
VearsFS21
o TR2 —p
I C13 : tantale goutte 4,7uF/25 V
SOURCE ! |+ Rl |+ C14 chimique 100uF / 7V
EXTERIEURE — —— ci3 TR2 régulateur LM317 T
o Cl4 R2

J_ ov

ON ADMET UNE CHUTE DE POTENTIEL AUX BORNESD'UNE DIODE DE 0,6 V.

QUESTIONS

QI-1 - Choigr dars I'annexe le condensateur chimique qui convient (C14), envisager le cas extréme (voir
FP2).

QI-2 - D'gpres|'annexe cdculer lavaeur de R2 pour obtenir 7, 2V en sortie (R1 = 240W ). Dimensionner R2
dansla série E24 (annexe).

QI-3 - L'dimentation extérieure est de 12 V (12 V efficace) . Quelle tensdon maximum gpparait aux bornes
deC14?
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QI-4 - Des mesures fournissent
» 16V aux bornes de C14
» 7,2V aux bornes de C13
» 1 =0,5A (intensité débitée par TR2)
Quelle est la puissance disspée par lamicrostructure TR2 ?

QI-5 - Qudle puissance devra dissper TR2 lorsgue la source extérieure et 30 V continu, dans les mémes

conditions de débit et de tenson de sortie que QI-4 ?

QI-6 - La prise ddimentation « source extérieure» doit-elle indiquer une polarité pour l'arivée dune

tengon continue ? Judtifiez votre réponse.

|-3 ETUDE STRUCTURELLE FS21 :

T4: transistor MOS (voir annexe)

R11=R12=560W
B DIl D1=D11=1N4004
R[I] contact relais de mise en servicede’OT
S FS23..i
A D1 C R(1]
........... E$-2-g---§ 4 ﬁ ¢ - ) < E—

k3
O
- [l
LL
T4 + 1

‘_J'{ i il ®

E o

d e 8 R
R11 —— O
RL2 -
DL4
% s\ DL3 1
QI -7 — En adoptant les conventions suivantes::
Tension présente au point A : A=1 (idem pour B &t C). " Contact du dais fermé 1=1 (ouvert

Tension absente au point A : A=0 (idem pour B &t C). 1=0).

Présence batterie E=1 (absence E=0).

Compléter |e tableau ci-dessous :

C |DL4 [ DL3

oO|lr|r|o|o|r|r|o|>
RlR[(,|lo|o|X|X|o|m

R|r|k|k|r|o|lo|o|m

ROl |Oo|r|oX]|—

DL dlumée =1 (éeinte =0).
X éat indifférent

QI-8 — De fait DL4 et DL3 sont recensées dans FP3,
compte tenu de leur fonctionnement en déduire le
couleur respective de ces diodes.
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Il ETUDE DE FP6

I1-1 SCHEMA FONCTIONNEL DE 2" DEGRE :

PB7

4

CK GENERER INTERFACER
PB7 Cde PHASE MOTEUR (PUISSANCE)
cD FS61 FS62 MOTEUR
4
. —
INTERFACER
* (SJRVEI LLANCE
MOTEUR)
FP5 FS63
FP6
Il - 2 ETUDE STRUCTURELLE FS61 :
: Q ' > Phi
K Tabledevéritédela
o bascule utilisée
| QB —
L > Phz CK[D[R[S[Qmwi|0my
y(ojlojo0] 0 | 1
$/1]0|0] 1T | O
v|X[o]o] o | a,
X [X]1]0] 0 1
L ° > Phs X [X][0[1] 1 [ 0
X [X|1]1| 1 | 1
_ | QI1-1 - Quel et le type de bascule utilisé ?

QI1-2 — Compléter le chronogramme ci-dessous :

CK=PB7

!

(L[]

M

(L[]

[11T1]

>
Phl

> t
Ph2
A

> t
TPh3

ot

»
Ph4
A

> t
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Il - 3 ETUDE STRUCTURELLE FS62 :

FSE1 FIE2
PH1 j
PHE j
L L1 Hoteur
T B O T
L2
T e
L3
FH 3 1 ST L
PH4 |/T
*| 6. BYv
QIl1-3 - Qud et letype des transigtors utilisés (NPN ou PNP) ?
mvressevenl IR R R R R T I TR

QIl1-4 — Qud niveau de tengon doit-on trouver en phl pour exciter L1 ?

QI1-5 — D’ gpres le document MC1413 joint (voir annexe) Quele et la principde caactéristique de ce
Qud et le type de montage utilise ? montage ?

QI1-6 - Justifiez la présence des diodes branchées aux collecteurs des transistors.

QI1-7 — Indiquez ci-dessous (dans la case en pointillé) par une fleche le sens de rotation du moteur, compte-
tenu du chronogramme éabli en QII-2.

Lerotor (un aimant permanent ) s’ aligne sur le champ crée dans le stator
par les quatre bobines.

L’ exemple est fourni par le schéma en considérant les polarités
suivantes :

LlauOV L2au+ou‘‘enl’ar”
L4auOV L3au+ou‘‘enlar”

L1 + L2
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[l - ETUDE FP5 (GESTION DESALARMEYS)

Parmi laliste décrite dans I'andyse fonctionnelle nous éudierons :

FS51 : survellance del'dimentation,

FS 52 : surveillance d'un fonctionnement correct du microprocesseur,

FS 53 : détection présence seringue,
FS 54 : interface sonore,
FS55 : initidisation de |’ objet technique.

I11-1 - ETUDE STRUCTURELLE FS51 :

-
==l

, 57
—L'I:EI
E [] - ] :[ pl ] EE
! . [0
. m[] Al 5- " + £ _1
al i
L 1
ULM k4 . AR22
E 0zl 1 DC‘:‘
= & AR20 * + F.E
H _
UHM ﬁ | Dz Z
L es compar ateurs sont alimentésentre +5V et OV
T7=BC171B R17 = 1kW R27 = 3KW
DZI = zéner de5V R18 = 100KW R29 =1 KW
DZ2 =zénerde2,5V R19 = R20 = 10KW R30=75 KW
IC14=LM 358 R22 = IMW R31 = 4,7KW
R16 = 160W

[11-2 - ETUDE PRELIMINAIRE

[11-2 — 1 Soit le schéma structurd suivant :

R2
1

e | D¥
—_ +
IS

E e U sont des tensions continues (au sens éectronique du
terme). L'amplificateur représenté est identique a ceux de
la fonction FSB1, e nous conddérerons son gan infini et
ses courants d’ entrée nuls.

[l est dimenté entre Vcc et lamasse
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QUESTIONS

QIlI-1- Exprimer V enfonctionde E, Vs, R1 et R2.

Lavaleur deE est fixéa\% pour les questions suivantes

QIII-2 - Exprimer Vo, vaeur deV lorsque Vs = 0 valt.

QII1-3 - Soit V1 lavaleur ateinte par V quand Vs=Vcc.

Exprimer V1 en fonction des seules variables Vcc et Vy et des constantes R1 et R2.

QIll-4 - Application numérique

R1=4 KW E=25V
R2 =1KW Vee=5V

Sur lafeuille réponse, tracer la courbel vs=f(t), sachant que u(t) évolue en fonction du temps comme indiqué
sur le document réponse.

QI1-5— Comment appelle t-on ce type de montage quand V1 et différent de VO ?
[11-2 —2 Application sur FS51 :

On utilisera 2 couleursdistinctes pour chacun destracés demandé, et on inscrirales points
caractéristiques (notamment, la valeur de Ve(t) au changement d’ éats de UP2(t).

QI1-6 — Compte tenu de I’ évolution de latension Ve, tracer sur lafeville réponse :
(voir schéma structurel FS51).

L’ évolution dans le temps des tensions au points L et P1. (courbe 2)

L’ évolution dans le temps des tensons au points N et P2. (courbe 3)
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[11-3 ETUDE STRUCTURELLE FS52

+ 5
+ 5
C 4 A5 F
3 R4 | | | —
| | — || —
|| |
Ii5?
I:sd s
I L
0 14 ey
i lRcy
ig =1 | 10 S
H 1 =1 - [ A £
= 5 e H ! 3 -
z [
1 - L EL) Sortaile
ER-ER
+ 5y Fav

R4 =33KW; R5=15KW; C3 =100 nF; C4=22nF; IC5=MC14538
QII1-7 - Enfonction du document constructeur (voir annexe) calculez T, durée de I'éat instable de I'éément
IC5-1.
QI11-8 - Effectuez |le méme cacul pour 1C5-2.

QI11-9 - Complétez le chronogramme ¢i dessous :

AH lcm—> Ims
| N | O | N | RPN | R
N
[ t
>
=
- t
>

QI11-10 — Sachant que RS2 indi que une darme de dysfonctionnement du microprocesseur, ce dernier
expédie régulierement aFS52 I'impulsion H.
Quelle est la fréquence minimale de H pour éviter I'darme RS2 ?
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[11-4 - ETUDE STRUCTURELLE FS53

[11-4-1 - Miseen Stuation

DETECTION POSITIONNEMENT MAINTIEN SERINGUE

Guide axe
Kl
K2

Circuit imprime

Schéma structurel

K1
2[} kg
[ :': 1
¥ Tz
5 TTIT PEA4
T3 |2 E
E -
K2 =
o T =
il
all

Vbp

K1 et K2 Fourches optoél ectroniques

K1Cap4

K2 Cap.5

Caractéristigue de transfert d’ une porte du

CD 4030
4 Vs
Ve
4
Vpp/2 Vbp

QI11-11 - Lefabricant de'appareil aopté pour des TIL 145. Pour ce composant Vd =15V
Caculer R39, R40 et choisr les valeurs dansla série E12. (Voir spécifications congtructeur en annexe).
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QII1-12 - Compléter |e tableau ci-dessous dans lequd vous indiquerez :
- danslacolonne X : latenson Vxu,
- danslacolonneY : latenson Vyu,

- danslacolonne S: un niveau logique S.

K1 K2 VXM VYM
Libre Libre
OBTurée Libre
OBTurée OBTurée
NB : Libre signifie qu'aucun obstacle n'intercepte le faisceau qui part de ladiode pour exciter le transistor ;

Obturée signifie gu'un obstacle masque | e faisceau émis par la diode.

[11-5 - ETUDE STRUCTURELLE FS54

[11-5-1 - Schéma structurd :

FF4

FP1

C10=10nF

D10 = D6 =1N4148
IC4 = NE 555

QII1-13 - Fest lesgnal qui entre sur labroche Reset de IC4. PAG issu de FP4 et TA issu de FP1 sont des
sgnaux de typelogique (1 =5V et 0 =0V).

I‘S\f

L

Rl

I

THR

He55SE

R1=5,6KW
R2 = 33KW
R3 = 100KW

R14 =10W
R32=1MW
RN4=10KW

T]we

T1MOS canal N
T2 MOS cand P

Compléter |e tableau ci-dessous (on se servirade I’ annexe pour remplir la colonne Sortie Q).

PAG TA F Sortie Q de IC4
0 0
0 1
1 0
1 1
Qudlle est lafonction logique réadisée par I'ensemble D10, D6 et R32 ?
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QIl1-14 - En sappuyant sur ladocumentation du NES55 (annexe ) et en considérant que lesignd F vaide
|C4, calculer lafréquence du signd de sortie (broche 3) de ICA.

QI1-15 - En utilisant les Signauix précédents et caractérisiques de Tl, T2 (MOS annexe 3 ), compléter le
tableau ci-dessous :

NB : Devront figurer :
1°) une tengon dans les colonnes exprimant une tenson.
2°) lesindications"sat" ou "blog" dansles colonnes Tl et T2

3°) l'indication HP lorsque le HP et excité, HP lorsque le HP n'est pas excité.

SORTIE Q TRANSISTOR T1 TRANSISTOR T2 HAUT
VGS VDS ETATT1 VGS VDS ETAT T2 | PARLEUR
DE IC4 Hp
0
1

IV - ETUDE DE FP4, UNITE DE TRAITEMENT
ETUDE F$4.3 : mémoire EPROM, circuit 1C3, schéma structurd générd (annexe).

QIV-1—En andysant le bus d' adresse du circuit 1C3., exprimer en Kilo-octets, la capacité de cette mémoire.

QIV-2 — Le systeme comprend deux programmes :

- Leprogramme 1 est stocké dans |’ espace adressable, pour A11=0 (K en position 0).
- Leprogramme 2 est stocké dans I’ espace adressable, pour A11=1 (K en position 1).
- Compléter en binaire les adresses extrémes

- Lesconvertir en hexadécimd.

All1 | A10 | A9 A8 AT A6 A5 A4 A3 A2 Al AO HEXA
0
A11=0 programme 1
0| I | | I I I I | | I I
1| I I I I I I I I I I I
A11=1 programme 2
1| I I I I I | I I I I I

QIV-3 — Exprimer en décimd 1C3 le nombre maximal d octets qui pourront étre stockés dans chaque
programme.
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